
GERMANIO\N VYSOKOFREKVENčNI 
P-N-P TRANZISTOR 

Pouiill: 

00169 
00170 

Polovodlčový prvek TESLA 00611 11 0C170 Je germaniový Y)'•okof„kventnr 
tranzistor v p-n-p provedeni, u>Q!lnf pro OC170 Y)'solroFreltvenčn( a mezl
frei.v.nl!nl zesllovoi!e, 0C169 pro mi,zllrekvenlnl ze5llovcile v pllJ/mciHch pro 
pPl/em 11m a fm slgn6HI, 

Provedeni: 
Tranzistor Jo zapou:ul„n v kovov.r.m pouzdru ICI 1kleninou pnlchodlrou. 
Z6klodnF elekl....:lu - kolektor - tvaff des!IUa monobystallckilho germania 
vodivosti typu p, Nonljevytvofenovmvob6zedlfurlnotlstotaml typu n 
o rebystollzovond vrdvl:I typu p (emlter) proc:tlHffl 1l6vónf o difuze, Vlastni 
syat.r,m tranzistoru J• pflpewnfn k pf/vodním dr6t6m, proch6zeJfclrn prtlchod
kou a naprodytnl uzovfen kovovým pouzdrem, Vfvody Jednotllvfch elaktrod 
jsouodoebenlznivzcl61eny,Cerw,nou~koujeozna&tnlroloktor(C),~rý 
Jevzcl61eniJU odvfvodu slfnlnl (S), Vedle st[ninl Jevivod bdze(B) o vedle 
něj emlteru (E). 

CharaUeristické údaje: (Teploto okoli +25° C) 
Jm-lléhodnotJ1 

KHdo,,f proud kolektoN 

(-Ue11- 6 V) 

(-Ue11- 20 V) 

Klldovýproud•mltoN 

(-UEJJ•0,5V) 

Nopitf báz• 

(-Ue11•6V, IE•I mA) 

(-1Jcs•6V, ls-1 mA) 

Proudo,,fze1llovoclllnlt•I 

(-Ue11•6V, IE•1mA) 

obs.hodnotG 

(-Ue11•6V. l,E•1 mA, 

I• 30 MH,) 

Clnlt•I šumu 

(-1Jcs•6V, IE-1 mA, 

f •0,'5 MHz, Ra• 200.Q) 

(-Ucs•6V, IE-1 mA, 

f • 10,7 MHz, RG - 150 Ů) 
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Meznikmitoltol 

{-Ucs-6V, IE-1 mA, Ta• SO MH1 

Charakteristick8 údaje při provozu s malým yf signálem: 
hitoianl I uzemninfm emlleNml 

V p,...covním bodi T., • 25 •c, -Uct • 6 V, IE • 1 mA 
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Doporučení pro konstruttérr: 

OCl69 
ocno 

1. TranzlslOry se upevftu/1 v p1f1troJI bud no111nutím do obJfmky pro tran• 
zlstor nebo pl'lp6/enlm vývod,) a upevnlnlm pouzdro proti votn,mu 
pohybu. Zasune-li se tranzistor do objlmky, mohou se zlll'Gllt vt,,ody 
tranzistoru ai na IS-a mm. Vfvody M nesmí ohibot " vzdólenosll bllUI 
nel 3 mm od boje pouzdra 1ranzl1toru. V místě pred,odu ze sklenfné 
prGchodky M vfvody ne1ml ohfbol, neboť hrozl n9bezpeE1 ulomení 
pflvodu, 

2. Pfl polJenl J• nulno od-..idit vznlkaJlcl otepleni vt,,odt'.I neJl&p• uchopenCm 
vjvodu do Olllstf plodrfch klai!I v mlstl mezi trana/dorem c, p6Jonjm 
bodem, PoullJ•II Sfl p6/edlo I hrotem -400° C teplfm, mOh být dobo 
pójan/ nezknkenfch vfvod" n•/vtle !I v«ifln, zkrócenjch no 10 mm 
nejvfle2Vhftny, 

3. TrGnzlstory J.ou neprod,lni zapouzdřeny a odolné proti kllmatlckým vllWm 
- vCiEI ú~nHlm mrazu -55° C (zkoulí .., podle CSN 345681, EI. ,O, 

zkoullcG SA4), 6Elnk6m ,ruch,lho tepla +7D"C (li. !51, zkoulko S84), 
ll~nk6m vlh1"1ho tepla +!5!5° C pfl rolotlvnf vlh•ostl 95 af 100 0/, (li, 53, 
zkoulka S05), 

A. Tranzistory Jiou odoln6 pratl 6-!lnkům chvinf o otiesům ol: do hodnoty 
10 g při kmlloEtu 50 Hz (zkoull se podle CSN 345681, EI. 83, zkoulka 
SF4a) o proti ůllnkům p4du of do hodnoty 40 11 (llánek 80, zkoullcG SU), 
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